




























ナローギャップ半導体 Pbト∬Sn∬TeにInを1% 程 ドー プすると,ある組成領域において,
n型金属上兼縁体-p型金属転移をする｡この系は低温で強い光伝導を起こす｡この系のband
端とIn準位の関係を調べるために,広い組成範囲にわたって,磁気光吸収を測定した｡その
結果すべての組成について,bandmassがPbト ∬Sn∬Teに比べ,重くなっていることがわ
かった｡また,bandmassの非放物線性から,エネルギーギャップを推定した｡その結果,
bandmassの増加の原因は,運動量行列要素の変化であると結論された｡キャリヤー数の温
度変化から,伝導帯のキャリヤーがIn準位に熱緩和する際の活性化エネルギーを見積った｡
その結果n型及びp型金属領域の方が,絶縁体領域に比べ,活性化エネルギーが高いことがわ
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